
















る。また、RAM の原因に関する文献調査を行っている。  
第 2 章では、外部共振器型 LD（ECLD:線幅 300kHz）の中心周波数を EOM による正弦波位
相変調でヨウ素の飽和吸収線（633nm）にロックする原理・装置化に関し述べている。RAM 抑
制制御なしで、商用ヨウ素周波数安定化 HeNe レーザ（周波数安定度 2.5×10-11）とビート信号
検出での周波数安定度を比較し、積分時間 400s で 9.0×10-11 の周波数安定度を達成した。  






第 4 章では、EOM に寄生する残留振幅変調（RAM）を能動的に抑制する手法と装置化に関
し述べている。RAM の主たる要因が位相変調に寄与しない不要偏光成分の EOM 内での多重反
射であることを述べ、これを避けるためには EOM の光学長を多重反射が起きないように EOM
温度（＝熱膨張による変形）と EOM に印加する直流電圧（＝屈折率変化）で制御可能であるこ
とを実験的に証明しかつ装置化した。RAM のレベル（＝振幅変調の交流成分／直流成分）を第
2 章での実験時の値（＝10-2）から 10-4 レベルまで能動的に抑制した。さらに、このとき ECLD
の中心波長をヨウ素の飽和吸収線（633nm）にロックする実験を行い積分時間 1000s で 3.7×
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